












专利名称(译) 像素结构及其制造方法

公开(公告)号 US20180315909A1 公开(公告)日 2018-11-01

申请号 US15/525986 申请日 2017-05-10

[标]申请(专利权)人(译) 深圳市华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 深圳中星光电科技有限公司

当前申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司.

[标]发明人 LI DONGZE
CHEN LIXUAN

发明人 LI, DONGZE
CHEN, LIXUAN

IPC分类号 H01L33/62 H01L33/60 H01L25/075

CPC分类号 H01L33/62 H01L33/60 H01L25/0753 H01L2933/0066 H01L2933/0058 H01L27/156 H01L33/0095

优先权 201710207848.5 2017-03-31 CN

其他公开文献 US10367128

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本申请公开了一种像素结构及其制造方法，包括：提供基板;形成黑色光
致抗蚀剂层，在基板上具有接收腔和隔离区;在除了隔离区之外的黑色光
致抗蚀剂层的表面上涂覆聚电解质溶液，并空气干燥以形成聚电解质层;
将金属纳米粒子溶液涂布在聚电解质层的表面上，空气干燥，形成金属
粒子层;并且将微发光二极管对准并转移到黑色光致抗蚀剂层。以上述方
式，本发明可以提高微发光二极管的光利用效率。
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